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TRANSOPTOR v ' CQ33BP

CQ33BP jest nowoczesnym transoptorem o duzej przektadni pra-
dowej 1 wysokim napigciu izolacji., Skiada sig 2z diody eiektro-
luminescencyjnej % GaAs,sprzeZonej optycznie z krzemowym foto-
tranzystorem typu n-p-n, Jest wykonany w 6-wyprowadzeniowej
obudowie typu DIL z tworzywa sztucznego. Znajduje zastosowanie
w systemach automatyki sterowania i 1nnth'ukladach'wymagajép

cych galwanioznej separacji. : ] ‘
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Rys. 1. Uklad wyprdwa- Rys. 2. Obudowa trahsoptora CQ33BE
dzen transoptora CQ33BP
DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE /tamb = 2500/
Prad -wejsciowy : In = 60 wA
Napiecie wateczne na wejsciu UR =3V
M i —
oc.stfat DEL : ‘ Ptoti 100 mW
Napiecie kolektor-emiter : UCEO = RPEAY
Napigcie kolektor-baza UCBO =00 =V
Napjccig emiter-baza UFBO ==V
M : ; : Eoan v
oc strat detektora Ptotz = 100 mW
Catkowita moc strat w transoptorze Ptut = 1560 mW



Napiecie wejscie-wyjsécie

Zakres temperatury otoczenia
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